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Abstract 


1. An ohmic contact for components, in particular semiconductor components, consisting of a sequence of 
layers, including gold, on a transparent substrate, characterised in that on the rear face of the substrate, the 
layer sequence is light-reflecting and has a first layer (12) of gold and germanium in a ratio by weight of 
approximately 99:1 , a second layer (13) of purest silver, and a third layer (14) of purest gold. 
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® H^H^^'^^^!^^^^"^^^^®'' '^^"^'■1^ Bauelemente. 

Es wird etn lichtreflektierender ohmscher Kontalct insbe- 
sondere fur Lumineszenzdioden beschrieben<r der aus einer 
Schichtenfolge mrt einer ersten Schicht |12) aus Gold und 
Germanium im GewichtsverhSltnis 99 : 1, einer zweiten 
Schicht (13) aus reinstem Silber und einer dritten Schicht (14) 
aus reinstem Gold besteht Die erste Schicht (12) ist etwa 
0,02 ^m dick* wfihrend die zweite und die dritte Schicht (13, 
14) 03 (im bzw. 0r5 |im dick sind. Durch diese Schichtenfolge 
wird eine hohe Uchtreflexion bei geringem Widerstand 
erzielt. Beschrieben wird ferner ein Verfahren zur Herstellung 
des lichtreflektierenden ohmschen Kontaktes und dessen 
Verwendung. 
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5 Lichtreflektlerender ohmscher Kontakt fUr Bauelemente 

Die Erfindtong betrifft einen lichtref lektierenden ohm- 
schen Kontakl: fUr Bauelemente, insbesondere Halbleiter- 
bauelemente, bestehend aus einer Schichtenf olge ein- 
10 schliefllich Gold auf einem Substrat. 

Flir den Wirloongsgrad von Limine szenzdio den mit transpa- 
renten Substraten ist die Lichtreflexion an der RUcksei- 
te des Substrat s von grofler Bedeutung, Aaf dieser RUck- 

15" seite befindet sich gewohnlich ein elektrischer Kontakt 
f lir die Stromzuf lihrung zu einer Zone des einen Leitf a- 
tiigkeitstyps des Substrata. Dieser Kontakt ist aber 
stark lichtabsorbierend, wenn er die gewiinschten elek- 
trischen Eigenschaften, namlich einen niedrigen ohmschen 
•20 Wider stand, hat. Um diese Li cht absorption zu vermeiden, 
wird bisher die RUckseite des Substrats daher nur teil- 
weise mit einen ohmschen Kontakt versehen. Durch die ge- 
ringere Kontaktflache werden aber insbesondere die elek- 
trischen Eigenschaf ten beeintrachtigt , das heiflt, am 

25 Ubergang zwischen dem Kontakt und dem Substrat liegt ein 
Wider stand mit einer oft unerwiinschten Hohe vor, AuBer- 
dem verringert sich durch die kleinere Kontaktflache die 
Haltbarkeit des Kontakt s am Substrat. 

30 Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen lichtreflek- 
tierenden ohmschen Kontakt anzugeben, der "bei hoher 
Lichtreflexion die gewUnschten elektrischen Eigenschaf - 
ten, also einen niedrigen ohmschen Wider stand,- aufweisen 
soil. 

Diese Auf gabe wird bei einem lichtreflektierenden ohm- 
schen Kontakt der eingangs genannten Art erf indungsgemafl 
Kot 1 Dx / 31 . 10. 1980 
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Oberfiache 7 das Substrat 1 verlassen. Hierzu 1st der 
auf der Rtickseite des Substrats 1 vorgesehene Kontakt 10 
lichtreflektierend ausges-taltet, so dafl. dort das im In- 
neren des Substrats 1 erzeugte Licht reflektiert wlrd, 
5 wie dies diirch einen Pfeil 11 angedeutet ist. 

Erfindungsgemafl besteht dieser Kontakt 10 aus einer 
Schlchtenfolge (vergleiche Fig. 2) mit einer ersten, 
0,02 ytun dicken Schicht 12 aus Gold land Germanium im Ge- 
10 wichtsverhaitnis etwa 99 : 1, einer zweiten, 0,8 yum 

dicken Schicht 13 aus reinstem Silber und einer dritten, 
0,5 /Xim dicken Schicht 14 aus reinstem Gold, Die. Schicht 
12 befindet sich dabei au£ der OberjiSche der Zone 2. 

15 Die einzelnen Schicht en werden ganzflSchig axif die Ober- 
flSche der Zone 2 nacheinander aufgedampft. Anschliefl nd 
.warden diese Schichten gesintert. Der so hergestellte 
Kontakt hat die gewilnschten Eigenschaften einer hohen 
Lichtreflexion und eines niedrigen ohmschen Widerstands. 

2 Figuren 
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